
('c travail a dé structuré comme suit : 

• 1 k knninatioJl llu modèle électrique du MESFET 

Apres un premier chapitre sur des notions sur le MESFET, nous traitons au seconll 

chap itre ll~ la modélisation de ce type de transistor. En effet, dans cette partie, no us 

IJrl lrOSOIlS une métholle d'extraction des paramètres du schéma équivalent du MES FET à 

l'an il' ll~ s"s paramètres de répartition mesurés. Le modèk allopté est le plus utilisé en micro­

"nll~s , il':<llllporte quinze paramètres. 

• Notions sllr la théorie des quadripôles et analyse des amplificateurs dist ribués 

I. ' uillpliticakur llistribué est constitué essentiellement de deux lignes artificielles qui so nt 

d.:s tiltr~ s passe-bas en échelle. Pour ce la des llo tions sur la théorie lles quadripôles 

(paramètres inlages d'un quallripôle, filtres k-constants, filtres m-llérivés etc ... ) ont dé 

lléwhlppées all troisième chapitre. 

A partir ,.k cell~ théorie lle base, une analyse détaillée ll~s caractéristiques et performances des 

alllplilic a l~ UI'S distribués en micro-oJldes a été traitée au chapitre quatre. 

• l 'o Jlccptio ll d ' un amplilicateur distribué 

Le dernier chapitre traite de la conception détaillée ll ' un amplificat!,!ur distrihué à savoir, le 

ciruix lll! trallsistor parmi ceux déjà modélisés par no tr" méthode dans la première partie, le 

llombre nptilllalllc tran:; istors, l'impédance caractéristique des liglleS artificielles et partant leur 

fr~qucncc llc coupure. Le calcul détaillé des éléments de l'amplificateur a été eftèctué dans ce 

chapitre , d" même on y traite de l'influence des éléme nts parasites Sur les performance:; de 

l'amplificateur calculé. 

Nuus t"l'IlliIlOll; avec une partie améliora tio ll lles performances de no tr~ amplificateur. 


